PROBLEMAS DE CIRCUITOS ELECTRONICOS
2° Curso de Grado en Ingenieria Informatica — 16/17

TEMA 5: El transistor bipolar

1.- En el circuito de la figura
a) Calcular el punto de trabajo del transistor, siendo: Re

Vee=5V Rp Vee
VBB =1V
Rc=1KQ

Rg = 10 KQ T VBB
VBE,Y =07V l

VCE(saturacién) =02V —
B =100

b) Calcular la resistencia de colector minima que pase el transistor a saturacion.
c) Con R¢ =1 KQ, ;qué valores de Rg pasan el transistor a saturacion?

Vee

2.- En el circuito de la figura, Vcc =10 V:
a) Si se emplea un transistor con f =99, y las resistencias dadas son R ¢ = 2.7 Rc

b) Repetir (a) con 3 = 199.
c) Suponiendo que B =5, determ inar los valores de las resistencias R ¢ y R

b) Determinar el punto de trabajo del dispositivo cuando:

¢) Determinar Ry, R, y Rg para que el punto de funcionam iento del transistor

KQy Ry =180 KQ, hallar los valores de V¢g € Ic. Tomar Vgg, =0.7 V. RF

paraque Vcg =2.5 Ve lc=1mA.

3.- La figura muestra un circuito de autopolarizacidon para un transistor. vee
a) Determinar el punto de trabajo del dispositivo cuando:
VCC =12 V, R4 Re

R; =120 KQ, R, =24 KQ,
Rc=2.4KQ, Rg = 680 Q,
VBE,y =0.7 V, B =100

Vcc =15 V,
R, =100 KQ, R, =50 KQ, Ry §RE
Rc=5KQ, Rg =3 KQ,

VBE,y =0.7 V, B =100

seatal que Vcg =6 Ve lc =2 mA, al tiempo que se verifica la relacion de
corrientes: Ir;/Ig = 30, y suponiendo que:

Vee=15V, Rc =3 KQ,

VBE,y =0.7 V, B =50



4.- Determinar R; y R para que la intensidad de colector y la tension del
colector en el punto de reposo valgan respectivam ente Icq =2 mA y Vegg =

10 V.

Suponer Vgg, =0.7 V, y que se verifica el criterio de estabilidad de la
polarizacion frente a variaciones de la temperatura [Rg << (B+1) Rg].

Suponer: B >>1

5.- Determinar el punto de trabajo (I ¢, Is, Vcg) de los dos transistores
suponiendo que la ganancia en corriente ( § = 100) es la m isma para
ambos (Vgg =0.7 V en activa o saturacion; V ce =02Ven

saturacion).

6.- Sabiendo que los dos transistores de | circuito de la figura estan en
saturacion, determinar la corriente de base del transistor T1 (V  ppsat =

0.7V; Vcgsa =02 V).

7.- En el siguiente circuito:
a) Encontrar el valor m inimo de la tension Vg para que el
transistor T2 pase de corte a conduccion.
b) Para Vgg =3 V encontrar el valor minimo que debe tomar R,
para que el transistor T2 se encuentre saturado.
Datos: Vec=5V;
R1 =RE= 1 KQ, RB= IOKQ,
VBE(activa) = VBE(saturac.) =0.7V;
VCE(saturacién) =02V,
B=19.
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8.- Para el circuito de la figura:

a) Determinar la funcion de transferencia, V o(V;), para el transistor en Yee
las tres regiones de activa, corte y saturacion.
b) Determinar el rango de valores de V ; para el que es valida cada una Re
de las funciones anteriores, y dibuj ar la funcién de transferencia
para tensiones de entrada desde -5 V hasta +5 V. Rp Vo
(VBE =0.7 V, VCE,sat =0.2 V, B = 50, Vi
Vee=+5V,Rg=10KQ, Rc =1 KQ.)
9.- Suponiendo un transistor de unidn tipico de silicio, deducir las expresiones Rg Vee
de Vg para los distintos rangos de V. ¢c (Ve 2 0) en los que el transistor se
encuentra en los estados de corte o conduccion posibles. Indicar expresamente
dichos rangos y el estado correspondiente del transistor. VE
Suponer conocidos los valores de V¢, Rp y Rg, y las aproximaciones lineales
para el transistor: V gg conduccion ® VBEy> VCEsaturacion ® VcEsat Y B = ganancia de RE
corriente en activa (emisor comun).
10.- Demostrar que el circuito de la figura se comporta, entre los nodos a 'y Voo
b, como una fuente de corriente constante, siem pre y cuando el transistor
esté en la region activa. 2
- (Qué relacion existe entre la corriente en la carga R | y la tension de RL ;
entrada V;?
- (Entre qué valores puede variar R | para que el transistor funcione en R b
activa? Vi A A A K
Suponiendo que V;=5V, y que:
R=10KQ, Vee=15V, L
Ve, =0.7V, B =100, -

calcular dicho intervalo de valores de R;.

11.- En el circuito de la figura, el
amplificador operacional es ideal, V i, =15
V,Ri=10KQ, R, =5KQ,R;=5KQ yel R1
transistor esta caracterizado por h g = 100,
Vee™ =0.6 Vy Veg™ = 0.2 V. Calcular:

a) El voltaje de salida V.

b) Las corrientes del transistor. T Vin ;Rz




12.- El amplificador operacional de la figura es ideal y esta Vi
funcionando en la regién lineal.
a) (A partir de qué tension de entrada, V. ;, comenzara a R3 Rc

conducir el transistor?
b) Para V; =10 V, encontrar la intensidad I ,. /Entra o sale Ib Ig

del operacional? =
Datos: Ri=R4s=Rg=Rc=1KQ; R, =9 KQ; R; =19 KQ: R4§
B =100; VBE(activay = 0.6 V.

RE
= R2
S

13.- Sabiendo que v ; toma valores tales que: v ; < V¢, deducir las
expresiones de la corriente que circula por el LED, 1 rgp, utilizando los Rg Vee
modelos lineales para gran sefial del transistor bipolar de unién (T) y del Vi T
LED, suponiendo que éste presenta una resistencia despreciable en
conduccion. Indicar los intervalos de vi en que son validas cada una de las LED ¥ =
expresiones de i gp dadas.
Considerar que: Vce>> Vg, +V,, RE

y suponer conocidos: Vee, Rey Rg;
V, (del LED); B, Veey y Vcesat (del transistor).

14.- La figura representa un circuito estabilizador por diodo zener y transistor. El circuito se emplea

para obtener un voltaje de salida V »p practicamente independiente de las variaciones de voltaje de

la fuente original (de equivalente de Thévenin V,, R,) y de la corriente consumida por la carga Ry.

a) Suponiendo que no se conecta la resistencia R 1 (salida en circuito abierto), calcular el m inimo
voltaje que se precisaen V, (V," ) para que el zener esté trabajando en la region inversa zener
(modelo: Vz, Ry).

b) Suponiendo que V, > V™" y que el transistor
trabaja en la region activa (m odelo: hgg,
Vee™™"), calcular una expresion para el voltaje

+

y la resistencia equivalente de Thévenin entre T
los terminales A y B. VaB RL

Vo l

min.

C) A partir de los resultados anteriores, calcular el
factor de estabilizacion de voltaje, Sy = OV g / -"
8V0.




